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Postep technologiczny w zakresie inzynierii projektowania przerwy energetycznej zwigzany jest z tworzeniem
stopow potprzewodnikowych pozwalajacych na ich szerokie zastosowanie w opto-elektronice. Od wczesnych lat
90-tych rozpoczeto i nadal trwaja badania nad ZnO jako alternatywa dla zwigzkéw GaN. Jest to zwigzane z
faktem, ze ZnO ma prosta szeroka przerwe energetyczng 3,37 eV oraz duza energi¢ wigzania eksycytonu 60
meV, ktora jest wyzsza niz w przypadku GaN (25 meV). Rozwo¢j badan dotyczy nie tylko prac nad
podstawowymi wla$ciwosciami ZnO, ale takze obszaru zwigzanego z innymi tlenkami potprzewodnikdéw grupy
I1-VI, takimi jak MgO i CdO, ktoére mozna taczy¢ tworzac struktury kwantowe. Wiele badan w ciggu ostatniej
dekady dotyczyto uktadéow ZnO-CdO i ZnO-MgO. Jednak pomimo tej samej struktury krystalicznej zaréwno
CdO, jak i MgO (szescienna struktura soli kamiennej; Fm3m), rozdziat faz w stanie rownowagi jest trudnym
tematem 1 nie zostal dotychczas wystarczajgco zbadany. Ponadto do tej pory nie opracowano zadnego
urzadzenia dziatajacego w oparciu o system CdO-MgO. Stad kwestia rozwoju i wprowadzenia nowych typow
heterostruktur opartych na CdO-MgO. Przestrajalno$¢ przerwy energetycznej CdO od 2,3 do 7,5 eV, dzigki
uzyskaniu stopu z MgO, zwicksza mozliwos$¢ zastosowania heterostruktur opartych na CdO-MgO, poniewaz
umozliwia tworzenie studni kwantowych w celu zapewnienia znacznej kwantowej wydajnos¢ i moze umozliwic¢
uzyskanie emisji swiatta w zakresie od obszaru widzialnego do gt¢bokiego zakresu UV.

W tym projekcie planujemy zastosowanie nierownowagowej techniki wzrostu epitaksji z wiazki molekularnej
wspomaganej plazma (PA-MBE) w celu wytworzenia struktur kwantowych na réznych podtozach (takich jak
Al,O;, Si, kwarc czy ZnTe). Ta wysokoprozniowa technika wzrostu pozwoli nam na wyhodowanie
heterostruktur opartych na CdO-MgO z niskg gestoscig defektow i zanieczyszczen, co jest zwykle wymagane dla
uzyskania optymalnej wydajnosci urzadzen potprzewodnikowych. Oprocz planowanej w projekcie szerokiej
charakteryzacji strukturalnej i elektrycznej beda takze prowadzone badania nad zmiang przerw wzbronionych w
funkcji ci$nienia oraz temperatury. Wplyw tych parametréw moze okazaé sie kluczowy w aspekcie glgbszego
zrozumienia wtasno$ci wyhodowanych heterostruktur. Spodziewamy sig¢, ze nasze wyniki beda wazne dla
przysztego rozwoju didd i czujnikow, ktdére moga by¢ potencjalne wykorzystane do emisji i/lub detekcji $wiatta
do obszaru giebokiego UV.

Glowne cele tego projektu to:

1) Wzrost metoda MBE heterostruktur bazujacych na CdO-MgO (w formie stopow tréjsktadnikowych
zaopatrzonych w studnie kwantowe). Optymalizacja procesu wzrostu w celu uzyskania wysokiej jakosci
stopow i struktur kwantowych poprzez szczegélne skupienie uwagi na koncentracji domieszek oraz
parametrow wzrostu takich jak: temperatura, strumienie wigzek molekularnych, czas wzrostu
poszczegdlnych warstw, cisnienie itp.

2) Badanie wlasciwosci heterostruktur na bazie CdO-MgO za pomocg charakteryzacji strukturalnej,
morfologicznej, optycznej i elektrycznej. Szczegdtowe badania zachowania absorpcji w rdznych
warunkach np. w funkcji temperatury czy ci$nienia.

3) Uzyskanie zlaczy i diod bazujacych na heterostrukturach CdO-MgO, ktére maja potencjalne
zastosowanie do wykrywania promieniowania w zakresie gtebokiego UV (UVC).

Wykorzystanie zaawansowanych metod eksperymentalnych i unikalnej aparatury badawczej, ktérymi dysponuje
grupa aplikujgca, pozwoli na doglebne poznanie wiasciwosci heterostruktur CdO-MgO i otworzy nowe
perspektywy w projektowaniu nowatorskich urzadzen optoelektronicznych.



